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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ２０３４１：２００３《表面化学分析———二次离子质谱———用多δ层参考物质评估深

度分辨参数的方法》。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ２０３４１：２００３做了下列编辑性修改：

———删除了原国际标准的前言部分；

———将本国际标准改为本标准。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：马农农、何友琴、何秀坤。
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引　　言

　　深度分辨是二次离子质谱（ＳＩＭＳ）深度剖析的一个重要参数。然而，在ＳＩＭＳ分析中，影响溅射深

度剖析结果的因素很多，包括离子束诱导的混合和偏析、电荷驱动的扩散、基体效应、弧坑形状和表面微

形貌等。只有了解并尽量降低以上因素的影响，才能得到最佳的深度分辨。

获取最佳的深度分辨通常要求特定的分析条件，包括超低的一次离子束能量、掠入射、旋转样品、低

温冷却样品等，所有这些条件在常规的ＳＩＭＳ分析中都很难满足。此外，对每一种样品所要求的最佳分

析参数可能很不相同。进而，各种仪器因素，如弧坑的形状、离子束的同一性、弧坑边沿效应的消除、质

量干扰、记忆效应、残气效应等，也会影响深度分辨的各个方面。

因此，在常规的ＳＩＭＳ分析条件下，难以直接评估深度分辨。本标准阐述了前沿衰变长度、后沿衰

变长度和高斯展宽的概念，提出了每个参数的测量步骤。多δ层参考物质就可用于评估在常规ＳＩＭＳ

分析条件下的深度分辨参数。
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表面化学分析　二次离子质谱

用多δ层参考物质

评估深度分辨参数的方法

１　范围

本标准详细说明了在ＳＩＭＳ深度剖析中，用多δ层参考物质评估前沿衰变长度、后沿衰变长度和高

斯展宽三个深度分辨参数的步骤。

由于样品表面的物理和化学态受一次入射离子影响而不稳定，本标准不适用于近表面区域的δ层。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２４６１　表面化学分析　词汇（ＧＢ／Ｔ２２４６１—２００８，ＩＳＯ１８１１５：２００１，ＩＤＴ）

３　符号

犃Ｌ，犃Ｔ　　　比例因子。

犅，犆 比例系数。

犐（狕） 随深度的二次离子强度。

狕 深度。

狕０ 表观峰的深度。

λＬ 前沿衰变长度。

λＴ 后沿衰变长度。

σ 高斯展宽。

４　多δ层参考物质的要求

４．１　根据ＧＢ／Ｔ２２４６１中δ层的定义，理想的δ层为单原子层。但是，并非总能够制作出δ层或验证

单原子层厚度。如果没有理想的δ层可用，符合下面规定的非理想δ层也可作为参考物质。

４．２　在ＳＩＭＳ深度剖析中溅射面层的基体不应改变，这样基体效应或剥蚀速率就不会有明显变化。穿

过δ层时，基体元素二次离子强度的恒定表明基体没有变化。

４．３　表面和δ层应该平整且相互平行，以避免ＳＩＭＳ深度剖析的任何失真。

４．４　掺杂δ层的厚度应远小于一次离子的投影射程，这样厚度的微小变化不会影响剖析曲线的形状。

４．５　相邻δ层的间距应足够大，使层与层间二次离子强度的谷值小于峰值的１％。

４．６　δ层厚度、位置以及界面的粗糙度应该用高分辨透射电子显微镜、掠入射Ｘ射线反射、中能离子散

射谱或者其他合适的方法确定。

５　步骤

５．１　为了调节和优化二次离子质谱仪的设置，分析条件（例如离子能量、离子种类、离子流、二次离子极

性、一次束扫描区域、分析区域、一次束流稳定性、样品导入、要检测的二次离子等）应该按照厂商的说明
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